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Pregunta 1

Para cada una de las aseveraciones enumeradas a continuacion, indique si es verdadera o falsa,
justificando brevemente su respuesta en cada caso. [1 pt cada una]

a) La hipétesis de Louis de Broglie, que establece la dualidad onda-particula, no es relevante para
particulas como el electréon, sino sélo para fotones.

b) El Teorema de Bloch junto al modelo de Kronig-Penney permiten explicar la aparicién de bandas
permitidas de energia.

¢) En una juntura p-n sin excitacién externa, la corriente de difusién de huecos es igual a la de
electrones, al igual que las corrientes de conduccién (drift) respectivas.

d) El comportamiento exponencial de las corrientes de electrones y huecos por la juntura p-n dan
origen a la ecuacioén caracteristica del diodo.

e) En un BJT de tipo NPN, la corriente entre el emisor y el colector es mayoritariamente de huecos,
dado que la base es altamente dopada.

f) Para un MOSFET, la ganancia en zona de saturacién K es funcién principalmente de aspectos
constructivos del MOSFET, mientras que su tension critica Vj, depende principalmente de la
concentraciéon de impurezas.
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b) [3pt] Se tiene semiconductor diferente al de arriba, con n; = 1019 em™3 que es dopado con
Np = 106 em™3 y Ny = 10'® em™3 para asi formar una juntura n-p. Dada esta juntura,
cual tendria que ser el voltaje aplicado en los extremos de la juntura para que la concentracién
npo sea igual a 1.5 - 102 y cual serfa la concentracion p,o resultante con aquel voltaje (asuma
temperatura ambiente de 300 K).

Pregunta 3

En un trabajo realizado por Ud. en una empresa, se encuentra con un transistor, cuyo DataSheet
lamentablemente se encuentra perdido. Sin embargo, cuenta con la informacién de las dimensiones
y concentraciones del transistor (como se muestra en la Figura 77), que es de tipo BJT de Silicio
(ni = 10*°[em~3]). Ademés, pudo encontrar que los voltajes de inhibicién son Vopp = 0.75[V] y
Vo = 0.59[V] y los coeficientes de difusién son D,, = 1-1075[em?/s] y D, = 1-107%[em?/s]. Con
esta informacién, se le pide que calcule lo siguiente:

a) [2.5 pt] Calcule las ganancias 8, ar del transistor. Asuma Ag = 0.75[cm?].

b) [2.5 pt] Considerando los voltajes de inhibicién y el Sr calculado; resuelva el circuito de la
Figura 7?7 y calcule la corriente del colector i¢ y la del emisor ig. Asuma que el circuito esta en
zona activa.

c) [1 pt] A partir de las ecuaciones de las corrientes compruebe que efectivamente Vpg ~ Vg g(sar) - Cudl
es la importancia de lo anterior? comente.
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Figura 1: Transistor BJT.
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Figura 2: Circuito BJT.
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